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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が高電圧側に接続された第１の電気ヒューズ素子と、
　一端が低電圧側に接続された第２の電気ヒューズ素子と、
　前記第１の電気ヒューズ素子及び前記第２の電気ヒューズ素子のいずれか一方を導通状
態にする設定手段と、
　前記第１の電気ヒューズ素子の他端と前記第２の電気ヒューズ素子の他端とを接続する
所定の接点の電圧レベルを判定する判定手段と、
　前記第１の電気ヒューズ素子の他端を前記所定の接点に接続又は非接続する第１の開閉
手段と、
　前記第２の電気ヒューズ素子の他端を前記所定の接点に接続又は非接続する第２の開閉
手段と、を備える、ことを特徴とする電気ヒューズ判定回路。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記所定の接点をあらかじめプリチャージすることなく、前記導通状
態に設定された前記第１の電気ヒューズ素子及び前記第２の電気ヒューズ素子のいずれか
一方に関連する電圧を判定する、ことを特徴とする請求項１に記載の電気ヒューズ判定回
路。
【請求項３】
　前記設定手段は、
　第１の制御信号を受信し、前記第１の電気ヒューズ素子の他端に接続される第１の回路
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と、
　第２の制御信号を受信し、前記第２の電気ヒューズ素子の他端に接続される第２の回路
と、を含み、
　前記第１及び第２の制御信号のいずれか一方が活性化することにより、前記第１の電気
ヒューズ素子及び前記第２の電気ヒューズ素子のいずれか一方を導通状態にする、ことを
特徴とする請求項２に記載の電気ヒューズ判定回路。
【請求項４】
　前記第１の開閉手段及び前記第２の開閉手段は、前記設定手段の動作時に電気的に切断
し、
　前記第１の開閉手段及び前記第２の開閉手段は、前記設定手段の非動作時に電気的に接
続する、ことを特徴とする請求項３に記載の電気ヒューズ判定回路。
【請求項５】
　前記高電圧側の電圧レベルが、前記設定手段の動作時に、前記判定手段の電源電圧より
高い電圧レベルに設定され、
　前記高電圧側の電圧レベルが、前記設定手段の非動作時に、前記判定手段の電源電圧と
同じ電圧レベルに設定され、
　前記低電圧側の電圧レベルが、前記設定手段の動作時に、前記判定手段の接地電圧レベ
ルより低い電圧レベルに設定され、
　前記低電圧側の電圧レベルが、前記設定手段の非動作時に、前記判定手段の接地電圧レ
ベルと同じ電圧レベルに設定される、ことを特徴とする請求項４に記載の電気ヒューズ判
定回路。
【請求項６】
　一端が高電圧側に接続された第１の電気ヒューズ素子と、一端が低電圧側に接続された
第２の電気ヒューズ素子とを設け、
　前記第１の電気ヒューズ素子及び前記第２の電気ヒューズ素子のいずれか一方を導通状
態に設定し、
　前記第１の電気ヒューズ素子の他端と前記第２の電気ヒューズ素子の他端とを接続する
所定の接点の電圧レベルを判定し、
　電源投入時からモードレジスタセットコマンドが外部から供給されるまでの期間、前記
所定の接点の前記電圧レベルが、前記導通状態に設定された前記第１の電気ヒューズ素子
及び前記第２の電気ヒューズ素子のいずれか一方に関連する所定のレベルに設定される、
ことを特徴とする電気ヒューズ判定方法。
【請求項７】
　前記モードレジスタセットコマンドが外部から供給された後に、前記所定の接点の電圧
レベルを判定する、ことを特徴とする請求項６に記載の電気ヒューズ判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体メモリや半導体メモリを有する半導体デバイスに用いて好適な電気ヒ
ューズ判定回路及び判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体メモリにおいては、製品出荷前のテスト工程において動作不良のメモリセ
ルが見つかった場合には、予備のメモリセル（冗長セル）を使用するように回路動作を切
り換えることが一般的に行われている。この冗長セルへの動作切り換えには、パッケージ
組み立て前のウエハ状態で、あらかじめ設けておいたヒューズ用配線にレーザー光線を照
射して溶断することが一般的に行われていた。このレーザー光線を用いたヒューズ用配線
の溶断は、パッケージ組み立て前にしか実施できないため、近年の半導体メモリでは、パ
ッケージに組み立てた後でも回路動作の変更を行うことが可能な電気ヒューズが使用され
ている（またはレーザー光線による切断方式のヒューズと電気ヒューズが併用されている
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）。
【０００３】
　電気ヒューズはアンチヒューズとも呼ばれ、初期状態で非導通の素子であり、絶縁体を
２つの電極間に挟むことにより形成されている。電気ヒューズ素子の２つの電極間に高電
圧を印加することにより絶縁体が破壊されると、電極間が接続（ショート）し、導通状態
となる。従ってパッケージに組み立てた後でも、外部から特定の信号を入力することによ
り所望の電気ヒューズを接続状態（導通状態）に変更することが可能となる。従って、組
み立て後に不良セルが見つかったような場合でも、電気ヒューズを用いて冗長セルに置き
換えて歩留り向上を図ることができる。
【０００４】
　半導体デバイス内に設けた複数の電気ヒューズが、導通または非導通のどちらの状態で
あるかの接続情報は、電源投入時に判定回路によりデバイス内部に取り込まれ、その情報
に基づいて特定の回路動作が起こされる。
【０００５】
　図３は、本発明の背景技術を説明するために用いる電気ヒューズ判定回路の一例を示す
回路図である。本回路は、同期DRAM（ダイナミックランダムアクセスメモリ）内に形成さ
れているものとする。参照符号21～27はPMOSトランジスタ（Pチャネル金属酸化物半導体
トランジスタ）、28～34はNMOSトランジスタ（Nチャネル金属酸化物半導体トランジスタ
）、35～36は電気ヒューズ素子、Vpp_ovは通常はVddレベル（電源電圧レベル）、電気ヒ
ューズ接続時はVdd以上の高い電圧になる信号である。Vbb_udは通常はVssレベル（接地電
圧レベル）、電気ヒューズ接続時はVss以下の低い電圧になる信号である。STOREは電気ヒ
ューズを接続する制御信号、LOADは電気ヒューズデータを取り込む制御信号、参照電圧は
Vddよりも低い中間レベルの電圧、node Aは電気ヒューズ素子の接点ノード、PREはnode A
をVddにプリチャージする制御信号である。
【０００６】
　次に電気ヒューズ接続動作について説明する。電気ヒューズを接続する場合、STORE信
号を"L"にして電気ヒューズ素子35、36の両接点にVpp_ovとVbb_udレベルを印加する。素
子35、36は破壊され、Vbb_udと導通する。
【０００７】
　次に電気ヒューズデータ取り込み動作について説明する。MRSコマンド（モードレジス
タセットコマンド）によってPRE信号が"L"のワンショットパルスが発生する。そのワンシ
ョットパルスによって、PMOSトランジスタ27がONして、node AはVddにプリチャージされ
る。PRE信号が"H"になると、ヒューズ素子35、36を通じてnode AはVssレベルに下がって
いく。PRE信号が"H"になってから一定期間遅延したあと、LOAD信号のワンショットパルス
が発生する。このLOAD信号のワンショットパルスによって、node Aと参照電圧のレベルが
比較され、判定結果が出力されて、電気ヒューズデータが取り込まれる。
【０００８】
　次に、図４のタイミングチャートについて説明する。図４は図３の電気ヒューズ判定回
路のMRSコマンドが入力されてからのタイミングチャートである。CKは外部CLK（クロック
信号）である。MRSコマンド入力後tMRD=2CLK（２クロック周期）以内にPRE信号とLOAD信
号のワンショットパルスが発生する。PRE信号によってnode AのレベルはVddにプリチャー
ジされる。その後node Aのレベルは低下して行き、参照電圧より低下したところでLOAD信
号のワンショットパルスが発生し、NMOSトランジスタ32、33、34等からなる判定回路が、
node Aレベルが参照電圧レベルよりも低いという判定結果を出力することで、電気ヒュー
ズのデータが取り込まれる。
【０００９】
　電気ヒューズに高電圧を印加して、素子に用いられている絶縁体を破壊し、導通状態と
した場合に、導通後の電気抵抗値にはばらつきの生じることが多い。従って、たとえば図
３に示したように、高電圧を印加するための回路部分も含めて同じ構成の電気ヒューズ素
子を２個並列に接続した構成としていた。そして電気ヒューズを導通状態にする際には、
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この並列接続された２個の電気ヒューズを共に導通状態にしていた。この構成により、導
通後の電気ヒューズの抵抗値のばらつきの影響を緩和していた。
【００１０】
　しかしながら、図４に鎖線で示したように、導通後の電気ヒューズの抵抗値が高く、PR
E信号が"H"になってから、LOAD信号が"H"になる期間にnode Aのレベルが参照電圧以下ま
で低下しないと、判定回路はnode Aが参照電圧以上という判定結果を出力してしまい、電
気ヒューズデータ取り込みエラーとなる。MRSからACTコマンド（バンクアクティブコマン
ド）までは最低2CLKの期間しかないので、導通後の電気抵抗値が高いとタイミングマージ
ンが少なくなる。
【００１１】
　従って、従来の電気ヒューズの状態判定方法においては、導通後の電気ヒューズの抵抗
値が製造時のばらつきで高くなった場合に、電気ヒューズの導通状態を正確に判定できず
、半導体装置が所望の回路動作（冗長セルへの置き換え動作等）を起こさないと言う課題
があった。その結果として、半導体装置の製造の際の歩留りが低下すると言う課題があっ
た。
【００１２】
　なお、図３において、tMRDはロードモードコマンドサイクルタイム、tRCDはアクティブ
コマンド・リード／ライトコマンドディレイである。WR/RDは、リード／ライトコマンド
を示す。また、NMOSトランジスタ32および33は参照電圧を基準レベルとするコンパレータ
回路の入力部を構成するものである。PMOSトランジスタ25および26はヒューズ素子35およ
び36の接続時（プログラミング時）にオフに制御され、電気ヒューズデータ取り込み動作
を行う場合にオンに制御されるものであって、接続時に他の電気ヒューズ素子や回路を切
り離すために用いられる。
【００１３】
　なお、本発明に関連する背景技術を開示するものとして特許文献１～３がある。
【特許文献１】特表２０００－５１２０５９号公報
【特許文献２】特開２００１－０６７８９３号公報
【特許文献３】特開２００６－３３９２９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の電気ヒューズ判定回路にはいくつかの課題がある。
【００１５】
　第１の課題は、電気ヒューズの接続抵抗を充分に下げることができなかった場合には、
電気ヒューズデータ取り込みエラーとなることである。この課題が発生する原因は、MRS
コマンドで電気ヒューズデータを取り込んでいたために、MRSコマンドから次のACTコマン
ドまでの時間の制限があることに起因する。
【００１６】
　従来は、MRSコマンド入力のタイミングで、電気ヒューズ素子の接続しているノード（
図３のnode A）のプリチャージを開始し、ノードの電位を一旦Vddレベルまで上昇させる
。その後、電気ヒューズが導通状態にある場合にはノードの電位はVssレベルまで低下す
る。電気ヒューズの導通抵抗値が所定の値より高くなっている場合には、ノードの状態を
判定するタイミングまでに電位が下がりきらないため、判定エラーとなってしまう。
【００１７】
　第２の課題は、使用中に電気ヒューズ素子の信頼性が低下する課題があるということで
ある。この課題が発生する原因は、接続した電気ヒューズ素子は、データ取り込み時にno
de AをVddにプリチャージした後にVssに引き抜き、電気ヒューズ素子に電流が流れること
に起因する。
【００１８】
　接続状態の電気ヒューズ素子は、絶縁膜を破壊して形成したピンホール状の電流パスで
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接続しているので、電流が流れる際の電流密度は通常の配線層に比べてかなり大きくなっ
ている。従って繰り返し電流を流し続けると、電流ストレスにより、いったん形成した電
流パスが切断されてしまったり、接続抵抗値が高くなる方向に変動したりすることがある
。このため、従来の電気ヒューズ素子では、信頼性の低下が懸念される。
【００１９】
　従来技術では並列接続にした電気ヒューズ素子を２個とも同じ接続状態にすることで、
このような課題に起因した不具合の発生を緩和していたが、完全な対策とはなっていなか
った。
【００２０】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、従来の課題を改善することができ
る電気ヒューズ判定回路及び判定方法を提供することを目的とする。より具体的には、電
気ヒューズデータの取り込みを高速かつ確実に行うことができ、また、電気ヒューズの信
頼性を高めることができる電気ヒューズ判定回路及び判定方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、一端が高電圧側に接続された第１の
電気ヒューズ素子と、一端が低電圧側に接続された第２の電気ヒューズ素子と、第１の電
気ヒューズ素子又は第２の電気ヒューズ素子のいずれか一方を導通状態にする設定手段と
、第１の電気ヒューズ素子の他端と第２の電気ヒューズ素子と他端とを接続する所定の接
点の電圧のレベルを判定する判定手段とを備えることを特徴とする。
【００２２】
　請求項２記載の発明は、一端が高電圧側に接続された第１の電気ヒューズ素子と、第１
の電気ヒューズ素子の他端を所定の接点に接続又は非接続する第１の開閉手段と、一端が
低電圧側に接続された第２の電気ヒューズ素子と、第２の電気ヒューズ素子の他端を前記
所定の接点に接続又は非接続する第２の開閉手段と、第１の電気ヒューズ素子又は第２の
電気ヒューズ素子のいずれか一方を導通状態にする設定手段と、前記所定の接点の電圧の
レベルを判定する判定手段とを備えることを特徴とする。
【００２３】
　請求項３記載の発明は、前記第１の開閉手段及び前記第２の開閉手段が、前記設定手段
の動作時にオフされ、前記設定手段の非動作時にオンされるものであることを特徴とする
。
【００２４】
　請求項４記載の発明は、前記第１の電気ヒューズ素子の一端が接続された高電圧側の電
圧レベルが、前記設定手段の動作時に、前記判定手段の電源電圧レベル以上の電圧レベル
に設定され、前記設定手段の非動作時に、前記判定手段の電源電圧レベルに設定されるも
のであり、前記第２の電気ヒューズ素子の一端が接続された低電圧側の電圧レベルが、前
記設定手段の動作時に、前記判定手段の接地電圧以下の低い電圧レベルに設定され、前記
設定手段の非動作時に、前記判定手段の接地電圧レベルに設定されるものであることを特
徴とする。
【００２５】
　請求項５記載の発明は、一端が高電圧側に接続された第１の電気ヒューズ素子と、一端
が低電圧側に接続された第２の電気ヒューズ素子と、第１の電気ヒューズ素子又は第２の
電気ヒューズ素子のいずれか一方を導通状態にする設定手段と、第１の電気ヒューズ素子
の他端と第２の電気ヒューズ素子と他端とを接続する所定の接点の電圧のレベルを判定す
る判定手段とを用い、設定手段によって第１の電気ヒューズ素子又は第２の電気ヒューズ
素子のいずれか一方を導通状態した後、判定手段によって、第１の電気ヒューズ素子の他
端と第２の電気ヒューズ素子と他端とを接続する所定の接点の電圧のレベルを判定するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２６】
　本発明においては、２個並列接続されている電気ヒューズ素子のうち、必ず１個だけが
導通状態となっている。このため、導通状態にある電気ヒューズ素子の接続先の電位に応
じて、電気ヒューズ素子の状態判定に使用するための所定の接点の電位を電源投入直後に
固定することが可能となっている。すなわち、電源投入後に電気ヒューズ素子の電位固定
が完了するので、電気ヒューズ素子によって設定されたデータの取り込みを高速かつ確実
に行うことができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、従来の構成では必須だった、導通状態の電気ヒューズ素子を介
して、いったん電源電圧レベルまでプリチャージした接点からの電荷の引き抜きと言う動
作が必要ない。すなわち、電気ヒューズ素子に過渡的な電流を繰り返し流さない回路構成
であるため、電気ヒューズ素子に電流ストレスが加わるのを抑制することが可能となり、
電気ヒューズ素子の信頼性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、図３を参照
して説明した記号や略号については説明を省略する。また、本回路は、同期DRAM内に形成
されているものとする。
【００２９】
　図１は、本発明の第１の実施の形態による電気ヒューズ判定回路である。参照符号1～5
はPMOSトランジスタ、6～13はNMOSトランジスタ、14～15は電気ヒューズ素子、Vpp_ovは
通常はVddレベル、電気ヒューズ接続時はVdd以上の高い電圧になる信号である。Vbb_udは
通常はVssレベル、電気ヒューズ接続時はVss以下の低い電圧になる信号である。STORE0、
STORE1は電気ヒューズを接続する制御信号、LOADは電気ヒューズデータを取り込む制御信
号、参照電圧はVddよりも低い中間レベルの電圧、node Aは電気ヒューズ素子の接点ノー
ドである。
【００３０】
　電気ヒューズ14および15は、初期状態で非導通の素子であり、絶縁体を２つの電極間に
挟むことにより形成されている。電気ヒューズ素子の２つの電極間に高電圧を印加するこ
とにより絶縁体が破壊されると、電極間が接続（ショート）し、導通状態となる。
【００３１】
　PMOSトランジスタ1とNMOSトランジスタ6は、インバータ回路を構成するものであって、
STORE0信号を反転してVddまたはVbb_udレベルの信号にして出力し、信号Vddにソースが接
続されたNMOSトランジスタ8をオン・オフ制御する。NMOSトランジスタ8のソースにドレイ
ンが接続されたNMOSトランジスタ9は、ソースが信号Vbb_udに接続されていて、ゲートに
入力されるSTORE0信号によってオン・オフ制御される。NMOSトランジスタ8とNMOSトラン
ジスタ9の接続点には電気ヒューズ素子14の一端とPMOSトランジスタ4が接続されている。
電気ヒューズ素子14の他端には信号Vpp_ovが接続され、通常はVddレベルの電圧が印加さ
れ、電気ヒューズ接続時にはVdd以上の高い電圧が印加される。
【００３２】
　一方、PMOSトランジスタ2とNMOSトランジスタ7は、インバータ回路を構成するものであ
って、STORE1信号を反転してVpp_ovまたはVssレベルの信号にして出力し、信号Vssにソー
スが接続されたNMOSトランジスタ10をオン・オフ制御する。NMOSトランジスタ10のドレイ
ンにドレインが接続されたPMOSトランジスタ3は、ソースが信号Vpp_ovに接続されていて
、ゲートに入力されるSTORE1信号によってオン・オフ制御される。PMOSトランジスタ3とN
MOSトランジスタ10の接続点には電気ヒューズ素子15の一端とPMOSトランジスタ5が接続さ
れている。電気ヒューズ素子15の他端には信号Vbb_udが接続され、通常はVssレベルの電
圧が印加され、電気ヒューズ接続時にはVss以下の低い電圧が印加される。
【００３３】
　PMOSトランジスタ4とPMOSトランジスタ5の電気ヒューズ素子14または電気ヒューズ素子
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15に接続されていない端子（node A側の端子）は、互いに接続されるとともに、NMOSトラ
ンジスタ11のゲートに接続されている。PMOSトランジスタ4および5はヒューズ素子14およ
び15の接続時（設定時）にオフに制御され、電気ヒューズデータ取り込み動作を行う場合
にオンに制御される。
【００３４】
　NMOSトランジスタ11は、そのソースがNMOSトランジスタ12のソースおよびNMOSトランジ
スタ13のドレインに接続されていて、NMOSトランジスタ13のゲートに入力されるLOAD信号
が"H"レベルの場合に、NMOSトランジスタ11のゲート電圧がNMOSトランジスタ12のゲート
に入力されている参照電圧よりも高いときオンし、低いときオフする。なお、NMOSトラン
ジスタ13のソースは接地電圧Vssに接続されていて、また、NMOSトランジスタ11およびNMO
Sトランジスタ12のドレインには、図示していないVddを電源電圧とする負荷回路が接続さ
れている。
【００３５】
　次に電気ヒューズ接続動作について説明する。node Aに"L"レベルを書き込む場合は、S
TORE1信号を"L"にして、PMOSトランジスタ3をオンにし、電気ヒューズ素子15の両接点にV
pp_ovとVbb_udレベルを印加する。電気ヒューズ素子15は破壊され、Vbb_udと導通する。
逆に、node Aに"H"レベルを書き込む場合は、STORE0信号を"H"にして、NMOSトランジスタ
9をオンにし、電気ヒューズ素子14の両接点にVpp_ovとVbb_udレベルを印加する。電気ヒ
ューズ素子 14は破壊され、Vpp_ovと導通する。なお、NMOSトランジスタ10およびNMOSト
ランジスタ8は、高電圧印加時に抵抗負荷として使用される。
【００３６】
　ここで、本発明の特徴は、２個並列接続されている電気ヒューズ素子に対して、設定し
たいnode Aの状態に応じて、あらかじめどちらか１個の電気ヒューズのみを必ず導通状態
にしておく点にある。
【００３７】
　次に電気ヒューズデータ取り込み動作について説明する。電源投入後、Vpp_ovはVddレ
ベル、Vbb_udはVssレベル、参照電圧はVdd以下の中間レベルの電圧にセットされる。また
、PMOSトランジスタ4およびPMOSトランジスタ5がオン状態となる。この時点で電気ヒュー
ズ14および電気ヒューズ15の接点（信号Vpp_ovまたは信号Vbb_udに接続された端子の反対
側の端子）は所望のレベル（VddレベルまたはVssレベル）に設定され、node Aも所望のレ
ベル（VddレベルまたはVssレベル）に設定される。すなわち、例えば電気ヒューズ素子14
がオープンのままで、電気ヒューズ素子15がショートしていたとすると、node Aは電源投
入後、Vssレベルに設定される。他方、電気ヒューズ素子14がショートし、電気ヒューズ
素子15がオープンのままであるとすると、node Aは電源投入後、Vddレベルに設定される
。
【００３８】
　次に、MRSコマンドが入力されるとLOAD信号のワンショットパルスが発生する。このLOA
D信号のワンショットパルスによって、NMOSトランジスタ13がオンするので、node Aと参
照電圧のレベルが比較され、判定結果が出力されて、電気ヒューズデータが取り込まれる
。
【００３９】
　次に、図２のタイミングチャートについて説明する。図２は図１の電気ヒューズ判定回
路のMRSコマンドが入力されてからのタイミングチャートである。CKは外部CLKである。MR
Sコマンド入力後tMRD=2CLK以内にLOAD信号のワンショットパルスが発生する。電源投入後
からMRSコマンドが入力されるまでの間にnode Aは所望のレベルに充電されている。従っ
て、LOAD信号のワンショットパルスが発生した時点では、node Aのレベルは、参照電圧に
比べて充分"L"または"H"のレベルに設定されている。LOAD信号によって判定回路が動作す
るときには参照電圧とnode A間の電位差は充分あるので、問題無く判定回路がnode Aのレ
ベルを判定することができ、電気ヒューズのデータが取り込まれる。
【００４０】
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　次に、本実施の形態が奏する効果について説明する。
【００４１】
　第１の効果は、電気ヒューズデータの取り込みを高速かつ確実に行うことができること
にある。その理由は、電源投入後に電気ヒューズの電位固定が完了するためである。すな
わち本発明においては、２個並列接続されている電気ヒューズのうち、必ず１個だけが導
通状態となっている。このため、導通状態にある電気ヒューズの接続先の電位に応じて、
電気ヒューズの状態判定に使用するためのノードの電位を電源投入直後に固定することが
可能となっている。
【００４２】
　第２の効果は、電気ヒューズの信頼性を高めることができることにある。その理由は、
電気ヒューズに電流を流さない回路構成のためである。すなわち本発明においては、従来
の構成では必須だった、導通状態の電気ヒューズを介して、いったんVddレベルまでプリ
チャージしたノード部からの電荷の引き抜きと言う動作が必要ないので、電気ヒューズに
電流ストレスが加わるのを抑制することが可能となっている。
【００４３】
　次に、発明の他の実施の形態について説明する。本発明の電気ヒューズ判定回路は、DR
AM等の半導体メモリのみに使用が限定される物では無い。すなわち、電気ヒューズ素子を
有し、電源投入時にその接続状態を利用して所望の回路動作を起こさせる機能を有した半
導体デバイスであれば、一般的なロジック製品等であっても同様に使用が可能である。
【００４４】
　また、使用する電気ヒューズ素子も、絶縁膜を破壊することで導通状態とする構造のも
のであれば、電極や絶縁膜の材料、構造等において特に限定されることなく使用可能であ
る。例えば、具体的な電気ヒューズ素子としては、トランジスタのゲート電極と半導体基
板の双方を電極とし、間に挟んだゲート絶縁膜を破壊するタイプのものがあげられる。ま
たDRAMで使用する場合には、キャパシタ用の容量電極の間に設けられた容量絶縁膜を破壊
するタイプの物も使用可能である。
【００４５】
　なお、特許請求の範囲の記載における構成要素と、実施の形態の構成要素との対応関係
は次の通りである。
高電圧側に接続された第１の電気ヒューズ素子は、電気ヒューズ素子14に、低電圧側に接
続された第２の電気ヒューズ素子は、電気ヒューズ素子15に対応している。電気ヒューズ
素子のいずれか一方を導通状態にする設定手段は、NMOSトランジスタ8やPMOSトランジス
タ3を含む信号STORE0または信号STORE1によって動作する回路に対応している。所定の接
点は、node Aに対応し、その電圧のレベルを判定する判定手段は、NMOSトランジスタ11、
12、13を含む判定回路に対応している。また、第１の開閉手段と第２の開閉手段は、PMOS
トランジスタ4とPMOSトランジスタ5にそれぞれ対応している。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の電気ヒューズ判定回路の実施の形態の構成を示す回路図である。
【図２】図１の電気ヒューズ判定回路の動作を説明するためのタイミングチャートである
。
【図３】本発明の背景技術としての電気ヒューズ判定回路の構成例を示す回路図である。
【図４】図３の電気ヒューズ判定回路の動作を説明するためのタイミングチャートである
。
【符号の説明】
【００４７】
1～5　PMOSトランジスタ
6～13　NMOSトランジスタ
14、15　電気ヒューズ素子
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